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(57) Настоящее изобретение относится к ячейке
энергонезависимой памяти, содержащей слой хра-
нения, состоящий из ферромагнитного или фер-
роэлектрического материала, выполненный с воз-
можностью записи в него данных в виде направ-
ления магнитной или электрической поляризации,
пьезомагнитный слой, состоящий из антиперов-
скитного пьезомагнитного материала, выборочно
имеющего первый тип воздействия на слой хране-
ния и второй тип воздействия на слой хранения в
зависимости от магнитного состояния и деформа-
ции в пьезомагнитном слое; и вызывающий дефор-
мацию слой для создания деформации в пьезомаг-
нитном слое для переключения тем самым с перво-
го типа воздействия на второй тип воздействия.
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